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MEMORIA DESCRIPTIVA

oorrespondienfe 8 la solicitud de wna

PATENTE DE INVENCION

Solicitente: XEROX CORPORATICN

Residencia: ROCHESTER, New York 14603, USA.

Enunoiado:  "UN METODO PARA FRODUCIR INA CAPA FOTO-
CONDUCTIVAY.

Prioridad: de la solicitud de patente.estadounidense
No. 836.558 del 25 de Jumio de 1969.
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. FOIDAERTOS 18 1A TIVEXCION

. Ia 2resents invencicSn se relaciona electrostatogrmfa y nés

"eswcf’icamenue con un muevo m5todo *sara roducir una composici&n

Yy dis_;ositivo fotoconducumvo.
' ha§ conce"rbo de la elecimoatatogruffa fue originalmente des--
crito por_ Carlson en la patenta norteamericana Mo, 2,297,561 y he

sido pbs’tpriorman‘.;e anpliado y descrito en muches Jetentes relaciqé-

~ nadas’ con ese caupo, =1 deséu;orimien;bo. de ],és Tropiedades é.islantes
:rd’coéonduc‘c'ivas do selenio vﬁre.o altamente murificado ha dade yor
. resul'bac.o gque ea‘be mc.ts"ial 30 ha. convertido en unz normz en la z8~=
" rogratia comercial reu‘biliza.bla. Las notzbles vente.jaa del selenio
vi{ireo son.su capacidacl para recidir y retener una carga electrosti-

. tioa clura.nte pe*iodos rrolongados de tiempo cuando no se le exrone

a la luz, ¥ su rolativa sensibilidad a 1s lugz en comparacisn con mu=

" chos ouros natve: iales Potoconductivos, mem,_s el selnio v:'.t*ea Da~
’.

mﬁ.es ta excelents. resistencia i’is:.ca ¥ °sta0111c.ad. pa.ra. reutilizor-

. oo clclarlo.miles de vaces,

Sin emoc.rc;o, el selnio vﬁ;reo adole»e de wna ae*ia desventa~
Jay en el sentido de que se hace ines vable a temperaturas levemente
suseriores ajrorimadsmente a 37, 8°c, comienga a eristaliger ¥ bacer~
s8¢ conductivo en la oscuridad, lo cual lo hsce inaoropiado pora el
usoc en elec‘kr;stafografia. Zn las 2atentes nortsameriocanas 2,803,542

¥y 2.822.300 dg Mirich 5 Hayer ¥ otros, respectivemenie, s¢ menciona
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que la incorporacién.de arsénico elemenyal al selenio no sSlo aumen—
ta la respuesia espoctral del selenio sino que avmenta ademds consi-
@erahlemsnte la reeistencia del selenio a la cristalizacién a tempe~-
raturas oievaéas. Ademﬁs, de alearse con el arsénico, se ha comjro-
bado que la a&iéi6n dé wa heldgeno, tal como iodo o cloro cuando se
le zzroza a aleaciones de arsdnico-sclenio, mejora las ca.ra'cteristi-?
cans elfctricas %tales cono sensibilidad 7 resmuesta espectral, Se
describe esia coniribucidn a la técnica en la patente norteamericena
No. 3.312.548 de Straughan.

Se nrepara normalmente las aleaciongs de arsénico-selenio,
des;riptas en lgs ratentes norteamericanss mencionadas mds arriba,
mezclando una.aléacién maestra que tiene la proyorcién apropiada de
arsénico y seleniO; ¥y dis;oniendo el mgterial en un rscilenie co~
rrado capaz de ser evaouado. Se lleva a cabo la svaporacién bajo
condicionss de presifn reducida, Dor calentamiento de un crisol qué
contiens la mezcla do 2leacidn, y dsjando que los ve2ores de la alea-
cidn de a.rs'énico-selen.:i.o se condensen y formen una cajs vitrea so-
bre un subsirato normclmaeate soporialo encima de un c¢risol que con-
tiene la aleacién.

las aleaciones de arsénico-selenio, utilizadas en.méquinae
elecizostatogréficas comercicles, afectan or lo gene:alvla Lforpa de
una ocapa de waterizl vidriado o vitreo que estd azlicada Qobre un
substrato rigido, ya sea bajo la forqa de uns »lancha plana de me-
tal o un tambo; ciiindrico. Cuando ge evajorz dbajo -residn reﬁucida

las aleaciones de arsénico-selenio del +tipo mencionado mis arriba,

[}
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o0 89 las aplica come recubrimisnto sqbre wn subsirato flexible tal

como una correa o manguito, se pressata un Jroblema ds aprietamienw

. -to 0 oscamzmiento de la czja de g.lea.cién amorfz durante el eiclado

:;:ep'e"cido dbbido a la Zragilidzd o reducida 2lexibilidad de la alea~
cidn amoxrfa ds a:ééniéo—selenio; Por esta razbn, el vso de las alea~
ciones de arsénico-selonio ﬁajo la forma vitrea, como las menciona-
2as nfa arriva, se ha visto limitedo a subsiratos de soporte rigi-
dos talea.coao las plénchas planas y tambores mencionados mis arrie-
bay en los cuales la fiaziﬁn de_la aleacién fotoconduetiva no redre~

senta un factor, Sin embargo, en el uso de méquinas de alta vsloci-

dad; ‘resulta aliamente deseable el empleo de una correa 0 mangwi%o

flexible ée"bié.o a las vontajas ds exposicién de cuadro completo,

Adeﬁés, lag cérreas- fotoconduectivas flexibles ofra'cen ventajas en

ol diseiio de la m&iuina, taleg como wna mairor’ gona de revelacién.
Adenfs do arsénico, se juade zlear el selenio con otros

élementos tales como azm’.’:eé s bismuto, aatimonio, telurio, Ialio y

mezclas s los mismos;' a ?in de reforzar las caracterfsticas elécimi~-

cas yfo las zroziedades fisicas de la composicién Potoconductiva,

‘8in embargo, esias 2leazciones adolecen tcmbién Por lo general 'de la

nisma carencia de flexibilidcd manifestada or lags aleaciones de
arsfrico~selenio,

De acuerdo con la wesente invencién, se nede ver qus re-
suliar{a altaments dessable el uso de aleaciones de selenio vitreo
sobre un subsitrato flexlble o mévil, annqﬁe Primeremente se deberid

salvar serios _roblemes con pespeclo a limitaciones de las propieda=
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FINALIDADES DE LA INVEBNCION

des fisicas,

" Zn consecuencla, una de las finalidades de la uresunte inven—

cidn o8 sroveer un wdiods Jare -roducir una plah;:ha eléctros-::a‘bogré-
fica que ufiliza. uwn Lotoconductor de aleacidn de selenio vﬁreo 88~
secialnente ayto Jara corroas ¥ mansuidos fiezibles.

. Otra finalidad de la :resunts invéncidn e§ Jroveer .un anevo
método pa.i*a troducir una cule de aleacidn Ffotoconductiva <ve coniie=
ng una poreifn sequeia c‘x.e. un material de aglomerante de resinz.

Otza Pinalidad de la presente invencién es sroveer un método
yara yroducir una ;lanc.ha electroatatogéﬁéa'me;jorada., que utiliza
uns aveve oapa Potoconductiva, '

Otra finalidad de la _resonte invencién ss proveer un mStodo
me jorado pma. oroduelr wa capz fotoconduetiva, ‘ '

RESUMEN DE LA TNVENCION

Se logra Sstas y otras finalidades, de acuerdo con la presen—
46 invencidn, al sroveer un micmbro electrosiatogréfico en el cuzl '
la caza fotoconduretiva cowt ronde una nezclz de una dorcién ~rincinal
do wa com,osicién fotoconductive viirea de aleacibn de selenio ¥y
ﬁna porcildn Lequeila é.e'un material aslomerents de resina orginica
alslonte, Esia gdmposiciéSn foltoconduciiva manifiesta notable flexi~
vilidad Tfsice en comparacidn con las aloaciones convenciohales de
gelenio vitreo, Una composicidn oreferida comprende arsénico~sele-
nio vitreo que manifiesta las ventajas de sstavilided térmica y fo-

tosensidilidad ce J'."e.';sf capas vitreas de arsénico-selenio desprovistas
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de sglomerante con la ven.taja.(adi‘oional de que menifiesten mayor
ﬂexibilidad débido a me oa.nfidad peéue'ﬁa pero oritica de aglome=
_mmte que se utiliza juntamente con el material vitreo de arsénico-
selenio. Las ventajas del fotoé_onductor ¥ método mejorados de la

prosente invenocidn, resultarén evidentes al considerar la siguiente

desoripecidn de la vresente invencidn, especialmente con referencia

a los dibujos que se acompafian, en los ocualess

BREVE DESCRIPCION DE 10S DIBUJOS

Ia figura 1 es wne ilustracidn esquemdtica de wna correa fle-
xible que es apropiada para utilizer electrostatogrifica.

' " La figura 2 ilustra wn trazado de la temperatura de transicidn
‘& vidrio para aleaciones vitreas de arsénico-selenio de la yresente
invenoidn, y’ :

Yos ejemplo;s gréficos A y B ilusi:.ra.n une estructura tipica de
material fotoconduotivo—aglomerante de la presente invencidn segim se
ia'observaba ocon un microscopio electrdénico.

Haciendo refez;énoia ahora 2 los dibujos, el cardcter de refe-
rencia 10 indica wn miembro electrostatogrifico que atfecta. la forma
de wna correa fJ’.ez‘:i..ble que tiene wn substrato de soporte 11 que estd
constituido por wn materiel conductivo tal como laton, sluminio,
acero o similai-es. Aunque se le ilustra bajo la forme de uma correa
o manguito flexible, el substirato soporte puede ser de oualquier es-
pesor conveniente, rigido o flexible, y puede afectar cualquier for-~
ma deseada tal como wna hoja, lémina, plencha, cilindro, tembor o

similar, También puede comprender otros materiales, ta.les_ como papel
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metalizado, hojas de material pléstico recubiertas con una delgade

cozpa do un metal tal como a2luminio, iodwro de cobre, o vidrio recu- -

bierto con un delzado recubrimiento de cromo u 6zido de esiafio.

la cape 12 esté diszuestz encim# del substrato 11 y comzren~
de wna aleacién vftrez fotoconductiva de selonio mezclade con une
cantidad relativamentie requefla de un ajlomsrante de resina orgfnica
eléctricanente aislante. Do es critico el espesor de la copa fotow
conduciora. Para utilidad electrostatogréfica son ajroriados espe-

sores de ajroximadamente 10 2 300 micrones, pere se puede utiligar

. taabién espesores situados fuera de osia gama. Sin embargo, se ha

comdrobado que son satisfactorios yarz la .naforia de las aglicacio
nes eloctrostatogrélicas, los espesores comprendidos en wna zema ée
apro:inademanfe 20 2 100 micromes. ILa corres 10 esi4 montada sobrs
r0dilles 13 que son apios Hara mover la suyerficie de la correa a‘
$r2v8s un ciclo eleotroqtatoécﬁfico convenoional gue cominmente ir-
cluye carga, ez;:osici&n N revelacién.
So mezola primeranien'be el fotoconductor 6on une Porcién vecue-

fi= de un aglomerante ds re_aina eislante, Se comprendersd que dcairo
dol alcance de la presente invencién esis inclufdo cuzlquier vidrio

Zotoconductivo apropiado que contiens selenio., lLos vidrios tf3icos

“con selenio comprenden arsénico-selenio, arsénico-zzufre-selenio,

vismuto-selenio, antimonio-selenio, arsénice-antimonio-selenio, se~
Jenio-telurio, y mezclas de los mismos. Un fotoconductor particular~
aente prefarido comdrands una alsacisn de arsénico~selenio que con—

tiene arsénico en una gemz de aproximedaminte 0,5 e 50> en peso mien=
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tras que el resio em sustancizalmonte selenio., Teniendo en cuenta

" 1o game de esvesores que se utiliza Por lo e,enera.'l nore finalidades

electrostatogrificas, es esencial controlar culdadosamente, dentro
de una gema orfiica de tomalios, el tamalo de :;ait:‘.cula de la alec-
oién fotodonductive antes de formar la caps fotocondustiva. Aunque
es posidble tolerar en aléunos czaos tamatios de pantfcula de haste
50 mioroues, se profiere que las particulas de aleacién f.otoconcluo-
tiva se hxani;enga.n en uno gema de ajroximadsmente 1 a 10 micrones, a
fin de mantener buena disyersién en la cava de aleacibn-aglomerante
¥y oblener como resuliado Sptimas propiedades Zotoconductivas, En la
aig\ﬁente Tebla se mestra wna dis‘afi‘ouoiGn tfrica do tamalios pera
aleaciones de la presén‘ae invencifn,
TABLA

Distrivecidn de 'b:iaﬁos de partfcrlas ded Potoconduotor

88,35 <op
By5h 10-20
2,9 ' . 2030 p
o‘, 35 . 40-50 p

E1 material e.glomemntei el cual se mezola con la aleacién viw
trea, puede comprené.ez- cualquier resine sléctricamente aislante airo-
Plada, 31 materiai aglomerante es un aislador en el s:ntido de que
ux;a carga electrostitica, apliocada a la superficie de la capa fotow
con(l{zc'biva, no os conducida por el aglomercnte a wn régimen cavaz de
impedir la foﬁao:_'LGn. ¥ retencién de une ima.éexi electroatftica latenw

te. Meleriales 'bigipoa inclujfen Polisstireno, poliésteces, fenéxides,
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rosina do siliconas, .polfmeros de Sster acrflivo y metzcrflico,atil

cdlulosz, resinas colulésicas tcles como nitrocelulesa, n0linexog de

" vinilo, e;»5:d.dos y mezclas do los mismos. Un aglomerante Harticulore

menie sctisfaclorio incluye, gomas olorzdes (Doliolefinzs cloradas)
a las cuzles se pucde definir como gomas naturales, o mis 2 menudo

doliolefinas & las cuales se agrega cantidades basiante grondes de

" oloro (haste 55% o mfs) a fin de modificer las swoyied:tes del elas~

témero. BSjemnlos tfpicos son ¥Parlon" que os una goma nztural clo-

rada, y "Porlon PY que es wm polipropileno isotéctico obtenidle de

Eerculos Powder Co., Inc.j "Eypclon" que ea un polistileno obteni-

ble cie B. I, duPont de Kemours & Comiany.

Pn gonoral, ol fotoconducter estd Dresente on une cantidsd de

aroxincdomente 80 a 97% en Hs3o s coizprendiendo o1 aglomerante ayro-

. ximzdzmente 3 a 407 en Jeso. Se ha cou.rodado cue wie geme referi-~

da de fotoconductor, en una cantidad de a;woximzdamente de 50 a 97%
en jeso, conzrendiendo sl aglomsrante azroximadements 3 a 405 en Jeso,

So he comrrobado que una gema reicrida de fotoconductor, en una cane

tidad de aproximadansate S0 a 55 en peso, con el a;,loﬁe:anta en una

contidad de azrozimademenie 5 & 10 en ;oso, menifiesta c._é.m-ats:-:[sti-
cas eléctricas proferidas,

Se puede sim;alemaﬁ’ae mezclar estos matericles agl§merantes con
ol fotocondustor de arsénico-selenio, megclando la porocifn deseads do
@terial :fotoci:ondgctiﬁ, on forme de saritfculas; con la resina ajro-
viada, por lo genepel dilufda en un solvente, y haciendo £luir o ro-

ciando 1a diszersidn hasia el espesor deseado sobre una substrato de
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soporia. Se evapors el solvante perxﬁitienﬂ.o que se seque el rucu~

‘brimiento; o se lo puedo acelerar caluntando levomente la caje on

un horno de airo caliente u otro aparato de laboraterio apropiado.

En este punto la oara de material fotoconductivo~resina consiste en
una poicis;z srincirel de ;J;rt!.culas fotoconductiva; vi{treas discre~-
tas que estin mezcladas con wna Jorcidn uecuefa de una resinag aige
lonte que rodea, o rodea parcialmente, a las articulas fotoconduo~-
tivas 1nﬁiﬁduales. Se recoes entonces la capa mediante czlentamien-
to hostc una temperatura comyrendida en le game, o 2or oncima de
g8llzy de la temperciura de tz-ansicién evidrio de la aleacién foto-

conductiva par‘aioular »prau-a. vermitir que la alezcidén fluya y coalen.

.ca de nodo de Tormar wna natriz de alesacidn de selonio-vitreo apro-

zimedomen’e continual gue contiene parifculzss o 5r_eas dipcretas Ce
resina quo estan dispepsadas al azar conpletamente a i;'ravés de le
matriz fobtoconduotiva. Por lo general ge llevae & cabo elrecocido

2 una temperatura supsrior a la 'bemperatmfa de dransicién a vidrio,
durante ayroximade.z.nente 30 min, hagte varias hovas. 1o son cei‘i:icé.s-

la teaneratura ozocta nd ol Viempo exacte, siempre que las condicin
H

nos sean suficisntes para hacer que las partfoulas fotoconductives

de vidrio fluvan o cozlegsocn entre sf de modode formar una matris
ft;toconr:uc'biva. vﬁrea.

Lz figurs 2 ilusira o goma de demporatura de transicién o
vidrio para 2leaciones vitreas de selenio~arsénico. Se pusde ver que
1z temsoratura de -’tr@aigﬁn o vidrio varfe aproximedamente de 40

& 185°C para concontrapionss de arsénico que virfan desde adroximade~

LA . i L
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mente O hasta levemente por encima de 40% atémiéo de arsénico,
Esta gama de temperatura de transicidn a vidrio, para el ar-
sénico-selenio, incluye a.mpliaménte la temperatura de transi-
oidén a vidrio para otras aleaciones de selenio éomprendidas
dentro del alcance de la presente invencién.

Se describe otros fotoconductores de selenio-anti-
monio apropiados, en la memorie de la patenfe briténica nume-
ro de Serie 1,185.389, que incluye antimonio en una gama de
aproximadsmente 5 a 21 % en peso mientras que el ;vesto es so-

lenio., Se describe fotocpnductores apropiados de arsénico-
selenio-antimonio en la ﬁemoria de la patente francesa nime-~
ro de Serie 1,550,902, que incluye arsénico en wna gams de
hasta aproximadamente 49 % en pesQ, - pelenio en wma centidad
no menor de ayroximadamente 40 %, ¥ antimoﬁio en wna canti-
dad de aproxi@adaﬁente 0,15 a 31,0 4, Se.describe foto=
conductores apropiados de arsénico-azufre-selenio en la mo-
moria de la patente francesa nimero de Serie 1,552.402 que

incluye arsénico en una cantidad de hasta aprorimadamente

18 % en'peso, azufre en wna cantidad de aproximadamente 10

a 90 4, ¥ selenio en wna cantidad de arroximadamente 10 a
90 ¢, . Se describe fotoconductores apropiados de selenio-bis-
nuto en la'splicitud de patente nortesmericans nimero de Sew
rie 798.756, presentada el 12 de febrero de 1969, que es
copendiente oon wma solicitud déhpatente nortoamericana que

corresponde a la presente solicitud, que incluye bismuto en
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‘ame game preferida de arroximadamente 1 & 10 4 en peso mien-~

tras que el resto es sustancialmente'selenio.
' DESCRIPCION DE LAS FORMAS PREFERIDAS IE
LLEVAR A LA PRACTICA L4 INVENCION

o .
Una técnica particularmente preferida, en que se utili-

. za wm fotoconductor que tiene una temperatura arropiada de

transicién a vidrio y wn aglomérante aislante, de por resulta—

do wna plancha eiectrostatogréfica que manifiesta notables ca-

.rgéteristicas eléctricas y propiedades fisicas. Esta plancha y

el método de preparasoidn involucran adaptar la temperatura de

.transicidn a vidrio de la aleacidn apropiada de selenio con un

sglomerante de resina aislante apropiado qus es compatible con

el tratamiento de recocido subsigﬁiente a 1a formacién de la ca~

. pa de material fotoconductor-resina. Es decir, el tratemiento de

recocido siguiente a la formemecidn de la capa fotoconductive no

" debe afectar adversamente al sglomerante de resina. Este procedi-

miento da por resultado wn energico cambio de la viscosidad de

las particulas de aleacidn de selenio durante la etapa de Teco-
cido subsiguiente al recubrimiento inicial del substrato y se
caracterize por hacer fluir y coalscer entre si ias particulas fo-
toconductivas de modo de formar una metriz fotoconductivae vitrea
de una alescidn de selenio mezclada con particulas o éreas.aisla-
des y/o sepercdas de aglomerente de resina, Este técnica y es-

tructura particulares manifiestan noteble flexibilidad fisica con

\
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respecto & aplicaciones en correas flexibles que se caracterizan

por las notables caracteristicas eléctricas asociadas con las oaw

" pas fotorreceptores de aleacidn de selenio desprovistas de aglomo—

rante,

El ejemplo grafico A, ilustra la microcestructura de uma secw
oidn transﬁersal de una plancha de acuerdo con la presente inven-
cidn, oon wna ampliacidén de 5000K, segim se la observa con un miorce—
copio eleotrénicof La estructura comprende 95 partes en peso de parti-
oulas vitreas de arsénico-selehio(aé% partes en peso dé As; 73% en‘pe_

8o de Se) mezcladas con 5 pertes en peso de wna goma clorade que es

’pbténiﬁle de Hercules Powder Company bajo la denominacidn comercial

“Phrlon"; Se ilﬁstra las partioulas fotoconductoras mediante la
estructura oscur;:en prarticulas, mientras que laé porciones mis ola-
Tas o grisé&eas ilustran el aglomerante de gomé.‘ Se observa la es-
tructufa ilustrada en el grafico A, antes del recocido y es repre-
sentativa de recubrimientos de la presente invencidn que se forman
después de la evaporécién del solvente de la resipa. El grafico B
ilustra la estruc{ura del gréfico A, después del recocido a 15096
durente 1 hr,, ‘dando por resultsdo la fusién o coslescencisa ﬁe les
par%iculas fétoconductivas en una matriz fotoconductivaA(é:eas 0s-
curas) que rodea a las dreas o partfculas de resina mis olaras o
griséceas, Se cree también que la resina puede estar présentelbajo
la forma de reticulados parciales ademés de particulas o areas dig-
cretas, Se p;epaia la capa fotoconductiva, ilustrada en los grifi-

cos A y B, mediante el método utilizado en el siguiente ejemplo,
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Ios sigulentes Ejemplos definen especfficomente mejor la

_' prosants invenoién con respecto al método zara producir wnd cape

'fotoconduc"aiv:. do aleacidn de .selenio que contiene unz worcidn Ho—

quefia de wa agloﬁlerante' de resina, Los porcientos son en eso a
nenos que 8o indique lo cbntrario, Ios siguienies ejemplos estdn
destin:‘.cloé ‘2 ilustpor diverszs Lormas breferidas de llevar o 1=

wréctica la vresente invencién, para producir uns cam Totoconducti-

va do aleacifn do selenio que contiene resina.

BIRPLO 1

Se zroducs wnn o23e electrostatosréfica mediante la siguien-

to fécmica'x‘ .

Durcnte 15 minutos se pulveriga en un micromoline una alea~
cin vitres constituida por 17% de arsénic_o, 82,9% do selenio ¥ 0,1%

do iodo. . So tzmize entonces el matsriel, asi triturado, a través de

un, tamiz de 325 mallas. Se analiza el Jolve medisnte microscopfe ¥

pe estinn que 893:3 de las sartfoules son menores de ajrozimadamonte
10 mi-crones. >Se mezcle enionces & meno 95 g del zolvo, asf{ tani-
zedo, con 50 g. de uns, solucidn de zoma clorada'al. 107 en 'boluem‘

(obtenible de Borden Chemioél Comzany como gomea clorad.a.). Se .aplica
este mezcla como rocubriniento medicnte un rsou'b:;idpr Bn-d sobre

unn, hoje »da lotén de un espesor de 10,2 mm, pora obtener un espessr
finzl del recubrimieato seoo-d.e aproximadamente 20 micrones, Se so~

ca entonces la plancha, osf rocubierte, durante 30 min, = 50°C, y
f

so le rococc cusonces z 185°C durante 1 hr, Se anlica la nloncha de

lat8n, sl ':ecu'oierfa, sobre un tcmbor primario de aluainio de una

T
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copiadore electroatatogrifica,zara oficina y se forma una iacgen

 en ol modo elecirostatogrtlico convoncioncl. Zata pla.ncha imori-

_me bien en 1a mfquins modificada. Los dctos eléctricos de wmn e

dlorcdor electrostatogrifico demuesiren que la velocidsd de la
dlancha es 2,5 veces‘ 1o de) selenio vitreo bajo lé.s misnes condi-
ci_.on'.as do enscyo, y monifisste wn Dotencizl rexidusl claro que
0 V, Adem&s, 1o ploncha monifiesta exoelente flexibilidad fisica.
' BJAPIO II
Se zroduce una segundz plcncha, proveyendo unc cleceién de -
287 de arsénic&, 71,9 de selenio y 0,15 do iodo, y t-iturandoe en-

tonces la aleacién e un moline »lanetario durante 30 minutos, Sa

tomize entonces el material as{ triturado, 2 trovés de un temig do

325 malles. Durante una horzs se aezcle en ol molino planetario

48 g del zolvo tzmizelo com 2,5 g. de goma- cloradse (Borden Chemi-

ezl Cohl;:mv). A estz mezcl: sect se agrega 25 g. de tolueno ¥ se

megele los materiales durante 1 hr. en el molino 2lanetario. Se
anlica lo mezcla ras;.zltante como racubriniento sobre unz hsja de
l2t6n de un espesor de 10,2 mm, mediante un recubﬁdbr Byrd de nodo
de obtensr un recubrimiento seco d&¢ un esjesor de 48 nicrones.
Durcnte 15 min, se seca a 509C, le plonche asi r’ecubiez-fa, ¥y se la
racoce entonces a 175°3, d.ur‘::nta une hora, Se é;:l:'.c.: entonces la
Plancha de lzién, asf recuvieriz, sobre un tasbor primerio de alu-
minio Jore wna copiadora electrostatogrifica pors oficine ¥ se ci~
cla a fin c’..el GS'E;udio.r sus cxractecisticcs eléciricas, Ih:;-:-an"be 8l

clclado, la volocided de la :lancha es 4 2 5 veces la del selenio
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ECERER

vitreo, y el potencizl residuzl cieclado &5 O V.

EJBIPIO TIT
So ixei:e.ra una tercerz planche whilizando .él ;::zé'codo dal Djen~
2lo II pars obtener un eapesod de'recubrimiento seco de aproximadoms
mentoe $0 microne.s. Lzs pc'.ractéris'bicas reléc’aricaa de la ;lancha
son com arables a las de la 3lancha é.el Bjemylo II., Ademis se ubti-
li;za la sie.;mha nare xeroducir copias origincles y yz-od.uée imrow
siones de buena cnlidad con reducido fondo, ILe planche maniZiesta
también oxcelente flexibilida=d fisica. |
| EJIMPIO IV
Se zrevara wna cuarta plencha utilizando el método del Djeme
plo IX. I este mé*‘aod.t_; g6 racoce lé. plai;cha. d\iremé una, ho:ea.n a 15903
en vegz de una hora a 5.75°C. ',Es’ca jle.ncha menifiests wn meyor otsn=
clal residucl que lo ploncha del Djem:lo iI, 1'aero‘ muestra taabidn
exmcalente flexzibilidad, | .
| RIBEIO Y
Se prepera tna quintad plancha utilizondo el mfiodo del Ejem- '
Slo IX, in este ejemplo se resuplaze l# gomz. clorada con une resins

fanozilica_ obtonida bajo la denominzcidén comeroial FPKHH de Union

Carbide., las pro;:iéde.c‘;as elécivicas y ffsicas do esta dlancha scn

similoves a los de la 2lancha del Ejeamplo IT,
EJRIPI0 VI
S8 :gre;:é.rﬁ._une. sexbo plancha utilizondo el nStodo del Ejem=
plo IT, 21 Potoconductor comiwende 287 de arsénico y 72% de sele~

nio on una ecene de un espesor do aproximadcmente 80 micrones. la



10

15

20

25

[T

Plancha manifiogta excelantss propiedades eléctricas y fisicas.

Hn 1o Pormacidn de copas fotoconductivas mediante la +t6o~
aica do recocido descrintas on 2os Zjemdlos srecedontes, la foto-
microgralias eldetréniccas y otros datos indican que el fotoconduo~
tor, a.n’ceé del recocido, ¢st& en ganeral wniformemente dispe:-:aadé
‘ez; Ja resina, estondo recubierta caf'-.# zartfovla fotoconductiva con
ma caa de resing, seglin se ilusira ea la figura 3a, Se 'ha obasre
vado tambidn que lo §alicu1a antos 4ol recocido, contiene ajvorie-
madamento 40;5 do espacio voefo. Durante la otapa de recocido s Que
tiene luger avroximadamente a la temperaturs de fransicién o vie
drlo, o por encima de la:isnma, :gé.ra la aleacidén fotocoductiva par—
ti&ula.r do seleaio, J,:as pertfeonlas de 2loacidn fluyen y coalescen
entro sf de modo de formar una matriz de aleacién vitrea que con—
tiene nmartfculas ds resina dispersadas oom;le'taménte 'a través de 12
aotriz do aloceidén, Dicho de otra menera, las porifoulas folocon— -
ductivas 2luyen y se funden enitre sf, cerranco lz meyor perte cdal
eszacio vaclo an'::érior. Le resine 89 acumuls on frecs de un tome- '

Sio o didmotro de haste ajroximadamente 5 micrones, rodecdas por uwrn

metriz de aleacidén de selenio vitreo, aproximadomonte coniinue, de

acuerdo 2 lo ilusirado en lo Rizwra 3b., Se observa la resins coe
mo idas _disomete:a o como porticulas zisladas, y se juede presentar
también como reticulados de rasing que rodean parcial o complstenen~
te vorciones de la uetris fotocontuctive.

Bl siguiente Bjom:lo ilustrc las veniajos de 1z pressnie in~

vencidn con »ezvecio o a2olicaciones en corrsas flazibled.
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Se forma una capa fotocontuctive de arsénico-selenio vitroz

8in aglomerchte, mediante evejorzcifn *o;.jo Iresién reducida sobre

una b.ojr. ge latén do un osjzesor ds 10,2 mn. medicnte el método que
se descride en la imtente nortezmericcma Mo, 2,822,300 do Kayer.

Iz o232 fétoc,one-.v.ctiva ticne un eapesor Gz 20 micrones y comzrends
405 do arsénico ¥ 50';"6 de selenio. Se ensaoya esia plancha con ras-
secto o la flexibilided mecénice, flarionande waa contidad do vooos
sotre wn rodillo de acero de un difmstra de 5,08 cm. Después de ve=

ri2s flexiones, la cane do arsénico-selenio se agrieta severaasnie

1o cusl indica unc sdhosidn y resistenciz relativemente pobre cusn~

2o so wiilize bajo condiciones ds £lazién. Mediante ol método del
Sjen:zlo IX so mepora tras plenchas que comprenden capes aglomeran~

fes de un eszssor de 20, 44 7 57 micrones, z;espectivwente, y cada

-wmzs ds las cnalos contiens 5§ partes do zi{;lome-r-ante da goma oclorada

(Bord.an Chemical Companw) T 95 pertes de une aleacién de 287% do ar-
sfnico y 725 de so'lem.o. A cad.a unz de estas planchzs se lo flexio~
nz 500 mil veoss -sobre ol inis.ﬁo rodillo de 5,08 &n. de difaetre y
no onenifissten’ agﬁetamien’co.

. Bl enseyo que se lleva & cave en el pracedents Ii}jam';ﬁlo VII
inddce cloramente que lcs 3lanchas, que aontianen-una contidad me--
quefie paro crfiics de resine juntemente con una aleacidn de selenio
vitreo, m..m.f:.estun notzble Llexibilidad sin desmejors ni degonsra-~
cién de lu.s cazactoristices oléctiicas,

Se oom:rende £ qua se nuode agreger estimulantss "dozentes

»  we XE
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y otros zditivos & las aleaciones do sslenio vitreo de la =resente

inveneifn pera sinergizar, o ausenber on otra manera, las provieda-

‘des de eostom m::.-te::ialea, Por aiemplo, ge mwede emdlear adicliones

nenorss de imburezas pars reforgzr les carasterfsiicas eléctrices
del fotoconductor . |

Se ha. éomprobado gue &3 poaible agregar a2l foteconductor muy
pequefiza oontidades de halézenos, Vtales €0a0 iodo, cloro, bromo ¥
fifor, a £in do sumenter 1o sensidilidad espectral y otras Jrojie-
dades eléctricas. Se ha comirobalo que las adiciones de L2lbgeno :cé:-

sulten periicularmente ventajosas cucndo se lag em;lea con aleacio-

aes de crsaico-selenio on contidades de ayroximaicmonte 10 a 10,000

DeDems Cucndo se uiilize aldlivos o estimulantes, se juede agregar
estos materiales directamente al foto-conduotor, o me los puede agre—

ger a 1o megcla de Totoconduoltor-resine,ysal asi fuerc convenientc,

‘se los zuode incoxrorar como Jorte del matarizl asglonsrente.

Auwnque en la 7recedente descripeién de la forma preferida de
poner en mréciics lz mresente invenci&r; se hz menciox;ado comonertes
¥ Irororciones esi:écificos, 83 Dosible utilizer oon fesul"aaﬁ;:s simi~
la.rgs otros :.;a‘l;lsriclea ¥ orocedimieatos anroniados como ,ios enume:s=-
dos nfs zxribves adeafs, se Luede amplecr otvos matei-ial_e ¥y modifie

czciones que sinergizen, refuerzanp modificen en otra maners la ce-

-

22 Potoracertora,
Otras, modificaciones y remificaciones de la reasnte invencién

resultarén ovidsnias a los ensendilos en esbe netoria después de 1z
leciurz de egtc descripcibn. Se las debe considerar comprendides den~
tro dol alcance de la invencién.
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~ REIVINDICACIONES -

1. Uh»método para producir una capa fotooonduotiva, que

comprende formar un recubrimiento sobre la superficie de un subs-

‘+rato de soporte, comprendiendo dicho recubrimiento por lo menos wma

poroién principel de un fotoconductor de aleacién de selenio vitreo
en forma de particulas y ﬁha poroién pequefia de una resina aislante,
recocer dicho recubrimiento a wna temperatura que estd comprendida
aproximadamente en le gams de transicién a vidrio'o por encima de
la misms, para lﬁ alsacidn de seleni§ de modo que & dicha tempera-
tura dichas particulas de aleacidén fluyen y coalescen de modo que °
formen una matriz de aleacion de selemo vitreo aproximadamente con-
tinua que oontiene la resina bajo la forma de particulas discretas
i reticulados pérciales.
2, Uh ﬁétodo de scuerdo con la reivindicacidn i, en que
la resina comprende wna goma clorada. '
| 3; Un método de aﬁuerdo ocon 1a‘reivindicaci6n 1, en que
las partioculss de aleacidn de selenio en el recubrimiento inicial
tienen wmn tamaﬁq de aproximadamente 1 & 10 miorones,

4. TUn método de acuerdo con la reivindicacidn 1, en que
las particulas de fotoconductor comprenden selenio aleado con por lo
menos un material elegido del grupo que comprende arsénido, azufre,
bismuto, entimonio y telurio,

5. Un método dé acuerdo con las reiyindicﬁoiones 1a
4, en que la temperatura de recocido estd comyr;ndida én 1la gaha'de

aproximsdamente 40 a 1859C,
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. 6. Un método dé_ acuerdo con las reivindicaciones 1 a 5, en
que fotoconductor comprende wma aleacidn de arsénico-selenio.
) 7. Un método seglin 1s reivindicacién 6, en el que el ar-

#énico se encuentra presente en dicha aleacidn en una cantidad de

- aproximadamente 0,5 a 5.0%'en'peso.

8. TUn método de acuerdo ocon las reivindiceciones 1 a 7T,

en que la cara contiene la aleacidn de selenid en uma cantidad de

.. aproximadamente 60 a 974 en peso y la resina en una cantided de amro-

ximadasente 3 & 40% en peso.
9., Un mftodo de acuerdo oon las reivindicaciones 1 a 8,

en que la caps comprende 90 & 95% en peso de aleacién de selenio y

.5 a 10% en Peso de resina.

10, Un método para producir una cepa fotoconductiva, que
comprende formar un recubrimiento sobre la superficie de un- gubs-
trato de soporte, teﬁiendo_ dicho recubrimiento por lo menos wna por-
cidn prinéipal de una aleacidn vitrea de arsénico-selenio en Torma
de particulas y wna pqroién pequetia deV wa resina aislante, Tecocer
dicho recubrimiento a ﬁxa tempera‘bﬁra que eg arproximedamente igual
o superior & la temperatura de trensicién a vidrio de la aleacién,
duranie un tiempo suficiente para permitir que las pariticulas de

aleacidén fluyan y coalescan con dicha resina de modo que formen wma

estructura final que se caracteriza por wma matriz vitrea de alea~

oidn de arsénico~-selenio aproximsdamente continus que contiene resi
na bajo la forma de particulas discretas y reticulados paroialeé

11, ' Se reivindica por Gltimo, como objei;o sobre el que ha
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de recasr la Patente de Invencidn que se molicita: "UN METODO Pm
PRODUCIR UNA CATA FOTOCONDUCTIVA™. ‘ |

Todo conforme queda desorito y reivindicado en la presente

memoria descriptiva que consta de veintitrds péginas mecanografiadas

5 ¥ dibujos adjuntos,
¥adrid, 24 Juio 1970
BERNARDO UNGRIA
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